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 2012 年に発見された BiS2系超伝導体は，銅酸化物高温超伝導体や鉄系超伝導体と同じような

層状構造を持っており，その超伝導発現機構に注目されている．LaO0.5F0.5BiS2の Bi サイトに鉛

を置換した LaO0.5F0.5Bi1-xPbxS2において x=0.08~0.10の濃度で電気抵抗の異常が見られた[1]．さら

に，異常が見られる濃度では超伝導転位温度 Tc が上昇していることも報告されている．この電

気抵抗の異常の起源についてはまだ明らかにされていない．これまで本研究室では x=0.00~0.14

までの電気抵抗を測定してきた．x=0.00~0.06 においては全体的に半導体的な振る舞いをしてお

り,低温で抵抗率が上昇しているが，x=0.10~0.14 においては 150K~250K付近に異常なとびが発現

し，その後減少していくという特徴が見られた．さらに磁化測定の結果から異常が見られる鉛濃

度付近の試料で Tcの上昇も確認されている[2]．本研究ではこの異常の起源について知見を得る

ために様々な鉛濃度において低温比熱から電子比熱係数を調べた． 

LaO0.5F0.5Bi1-xPbxS2(x=0.07，0.15)の単結晶試料は常圧下で CsCl と KClを用いたフラックス法に

より作製した．他の組成の試料については以前に作製済みの試料を用いて測定を行った．比熱 C，

および電気抵抗 Rについては QuantumDesign 社製の PPMS を用い，比熱は 2K~10K，電気抵抗は

2K~350K の温度領域にて測定した. 図 1 は x=0.10 の電気抵抗の測定結果を示す．この結果を見

ると降温過程では 160K付近，昇温過程では 150K付近で抵抗のとびを示す．図 2 に x=0.10の C/T 

vs. T2プロットを示す．電子比熱係数γの値は 0.67mJ/mol・Kと x=0.07，0.08と比較して小さな

値となった．γの小さな値は，低温での電気抵抗の金属的な振るまいと関連していると考えられ

る．当日は，電子比熱係数の鉛濃度依存性について，電気抵抗の結果とあわせて議論する予定で

ある． 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 1. LaO0.5F0.5Bi0.9Pb0.1S2の電気抵抗[2] 

 

図 2. LaO0.5F0.5Bi0.9Pb0.1S2の比熱 
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